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Напівпровідникові матеріали типу АIIВVI, зокрема телурид кадмію і тверді розчини на 
його основі, широко застосовуються для виготовлення фотоприймачів, детекторів 
іонізуючого випромінювання, сонячних елементів і інших напівпровідникових приладів. 
Однак, для практичного використання цих матеріалів існують значні технологічні проблеми, 
пов’язані з недосконалостями механічних і хімічних обробок і складними умовами роботи 
виготовлених на їх основі приладів. У зв’язку з цим дослідження закономірностей 
розчинення вказаних матеріалів при різних хімічних обробках їх поверхні дуже актуальні [1]. 
Для хімічної обробки напівпровідникових кристалів і плівок часто необхідно 
застосовувати травники, що володіють невеликими швидкостями розчинення матеріалу при 
збереженні високої якості полірованої поверхні. Розробка таких травильних композицій 
вимагає або використання слабких окислювачів, або застосування розбавлених розчинів. 
Одним з окисників, який задовольняє таким вимогам, є йод і розчини на його основі [2]. 
Поєднання окисних і комплексоутворювальних властивостей йоду та його сполук 
привертає увагу до них, як до перспективних активних компонентів травильних композицій, 
які характеризуються малими швидкостями розчинення напівпровідників, оскільки вони є 
більш технологічними та екологічно безпечнішими, ніж бром та хлор [3]. 
В роботі досліджувалися залежності швидкості розчинення CdTe та твердих розчинів 
Zn0,04Cd0,96Te, Zn0,1Cd0,9Te та Cd0,2Hg0,8Te від концентрації І2 в НІ (рис. 1) з використанням 
установки для хіміко-динамічного полірування (ХДП) при Т = 293 ± 0,5 К і швидкості 
обертання диску 80 хв–1 [4]. 
Встановлено, що швидкості травлення в досліджуваних розчинах для напівпровідників 
змінюються в межах від 4 до 14 мкм/хв, причому полірована поверхня для ZnхCd1-хTe (х = 
0,04 та 0,1) формується в усіх досліджуваних розчинах, а для CdTe та Cd0,2Hg0,8Te – при 
вмісті 6-15 та 9-15 мас. % І2 в НІ відповідно. 
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Рис. 1. Концентраційні залежності швидкості травлення (мкм/хв) CdTe (1), Zn0,04Cd0,96Te (2), 
Zn0,1Cd0,9Te (3), Cd0,2Hg0,8Te (4) в розчинах системи І2–НІ. 
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Значення електродних потенціалів процесу полірування CdTe та твердих розчинів на 
його основі травильними розчинами системи І2–НІ визначали для встановлення можливих 
процесів, що протікають на поверхні розділу фаз. Встановлено що електродні потенціали 
процесу саморозчинення знаходяться в межах 0,203-0,263 В (рис. 2.). Електродні потенціали 
у всіх поліруючих розчинах з часом поступово знижуються впродовж першої хвилини 
травлення, а далі стабілізуються, що свідчить про розчинення напівпровідників без 
утворення важкорозчинних сполук. Визначено, що чим більший вміст йоду в травильній 
композиції та вміст Zn у твердому розчині, тим вищі значення електродних потенціалів 
саморозчинення, що призводить до підвищення швидкості травлення зразків 
напівпровідника та покращення якості їх поверхні.  
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Рис. 2. Залежність зміни електродних потенціалів CdTe (1), Zn0,04Cd0,96Te (2), Zn0,1Cd0,9Te (3), 
Cd0,2Hg0,8Te (4) від концентрації I2 в травильному розчині системи I2–НІ. 
 
Полірування CdTe та твердих розчинів ZnxCd1-xTe і Cd0,2Hg0,8Te з формуванням якісної 
поверхні (Rz ≤ 0,05 мкм) можна проводити розчинами системи І2 – НІ, причому відбувається 
рівномірне розчинення досліджуваних зразків, при Т = 293 ± 0,5 К і швидкості обертання 
диску 80 хв–1, після чого напівпровідники потрібно промивати розчином 0,5 М натрій 
тіосульфату та великою кількістю деіонізованої води. 
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